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4. カルコゲナイドガラス半導体 (As2S3)1_∫(Bi2S3)α

(∫ - 0,0.025,0.05)の光学的,電気的性質

北 村 通 英

MeltQuenchによって作られたカルコゲナイ ドガラス半導体 (AsZS3)lJ Bi2S3)ガの光吸

収,光伝導,D.C.伝導を測定した.その結果,次のような結論を得ることができた｡

まず,光吸収の実験からは,結晶形の違いによる構造の乱れより,ギャップ内局在状態が増

加する事がわかった｡また Streetの考え方に従えば,∬の増加と共に,電子-フォノン相互

作用が強くなると思われる｡

次に光伝導の実験結果を,光電流には速い成分と遅い成分が存在するという考え方で統一的

に説明した｡ここで,ギャップ内には,他よりcapturecrosssectionの大きい trappingcenter

が存在し,これはD~状態であると思われる｡

最後に,D.C.伝導の実験結果の説明からは.xの増加と共に mobilitygapが減少する事が

わかった｡

以上より,(As2S3)卜 x(BiZS3)X は Fermilevelを変化させるような不純物として働くの

ではなく,合金的に混入すると結論した｡
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